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Утверждено

на заседании Технического консультационного совета 
LG Electronics - НАН Беларуси

«29» мая 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса молодых ученых 
«Предложения    молодых     ученых       Беларуси           для      компании LG Electronics Inc. 2020» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Молодежный конкурс «Предложения молодых ученых Беларуси для компании LG Electronics Inc. 2020» (далее – Конкурс) проводится Техническим консультационным советом LG Electronics - НАН Беларуси (далее – ТКС).

1.2.
Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения Конкурса, цели и задачи, права и обязанности участника 
и организатора, требования к оформлению технологических предложений, порядок их представления, этапы и сроки реализации Конкурса, критерии отбора и порядок подведения итогов.
1.3.
Конкурс проводится в целях выявления и содействия коммерциализации разработок молодых ученых Беларуси, соответствующих актуальным технологическим запросам компании LG Electronics Inc. (приложение 1). 
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1.
К участию в Конкурсе допускаются молодые ученые, как правило до 35 лет, направившие свои заявки на рассмотрение 
в соответствии с требованиями настоящего Положения. Проекты, которые не соответствуют критериям настоящего Положения, к участию не принимаются.
Для поощрения победителей выделяется призовой фонд в размере 5000 долларов США (1-я премия – 2000 долларов США, две вторых по 1000 и две третьих по 500 долларов США) с выплатой в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент перечисления. 
2.2. Проект должен быть представлен в виде текстового документа на английском языке в электронном и печатном виде в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 2.

2.3. Используются следующие критерии оценки проекта:

- соответствие предлагаемого технологического предложения, технологическим запросам, выставленным на Конкурс;
- возможность реализации;

- новизна идеи и инновационность предлагаемого решения.
2.4. Конкурс проводится в два этапа: 
2.4.1
первый этап (постоянно до 15.09.2020) – информирование потенциальных участников о проведении Конкурса, консультирование участников Конкурса. Авторы направляют заявки, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения в адрес  секретаря ТКС  в печатном виде  в  адрес  220072,  Минск, пр. Независимости 66, к.100 и в электронном виде на e-mail: uspenskiy@mail.ru (тел. +375 29 6114489, Успенский Александр Алексеевич);
2.4.2 второй этап (в срок до 15.10.2020) – определение и награждение победителей Конкурса:
- защита отобранных проектов автором (коллективом авторов) перед представителями ТКС;

- вручение каждому участнику Конкурса сертификата утверждённого образца;

- награждение победителей.
3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

3.1.
Заявки на конкурс принимаются от авторов только при наличии актов экспертизы, подготовленных в организациях, где они работают. 

3.2.
Все права на объекты интеллектуальной собственности, представленные на Конкурс, охраняются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

4.1.
Финансирование Конкурса осуществляется из средств Соглашения между ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси» и LG Electronics Inc. о работе Технического консультационного совета от 13.03.2020 г.

4.2.
Организации, ученые которых принимали участие в Конкурсе, вправе учреждать дополнительные финансовые премии и гранты для поощрения своих сотрудников.

Приложение 1
Конкурсные технологические запросы компании LG Electronics Inc.
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CepTUMLMPOBAHHBIX MATEpHANOB - TpeByeTCA TEPMOCTONKOCTS 1 IMEKTPHHECKaR H3ONALYNA ANA
- CooTsercTane Gapuakoniee CLUA (USP) cTangapram | TOKaYCTPO/iCTSa, ipososios
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10933
= Mocne ucnons3osaris 30 pas aareaworas
NPOYHOCTS AOMAHA GbITh COXpaHeHa
= MpoBriem! ¢ KOXeit HIKOTa He AOMKHLI MPOMCXOAIT Contolunt
Vposowwpasumn | * AQTESHORHER ouaRKa

110A06HaA NPUCOCKAM reKKOHa
- MogobHan npuCoCKaM ockHHOra

Cpok - 15 cenTaGpA 2020
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Title Light Extraction Film for OLED Outputimage & Technology Description in detail
= Light Extraction Film ,nmg
Keyword * Total Reflection
= OLED Display with improved brightness ® Conventional OLED system ® OLED system with improved
luminance
10
s Extn im0

Description of | = Fim that can improve luminance of OLED displays Ry

Technology | *Increase OLED luminance by extracting the total reflection o e
net Sas
Expected SOLED.TV. Substy W X
Applications | "OLED Lighing X
PPl * Automotive display n=tg
X
Spec. X

Main Request

e o of e 1551 T [ Er——

Bench Marking | = Main Tech. : Micro or nano Pasterning & Ray tracing simulation

eeineoil L e dese

[OLEDTV]

Timeline 15 Sept. 2020 L msmw

Comments  Must have - Productive Structure and Process Design for spec.
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BoaMOXHBII

nopxon

Cpox

Kommexrapui

SKCTpaKHOHHA Nenka caeta ana OLED

- SKCTpaKUHOHHas MNekKa caeTa
- Obujee oTpaKerite
= OLED-Avicrneii ¢ ynyuwesHoii ApKOCTbio

= MNexKa, KOTOPAA MOXET YNy-WHTL APKOCTH OLED-
Aucnnees

= Yeenuenmie ApkocTh OLED nyTew ussnevenia
oTpaxertoro caeta

- OLEDTV
- OLED Ocseuerne
= ASTOMOGHNLHSI Avcnedt

Texsnueckie TpeGoBaHIA
= YpoBeHS MpUpOCTa ApKOCTH - 15%1

- Mnaswan cneundukaLy: MAKpo i Hano
CTPYKTYPHDOBaHIE U MOZENMPOBAHIE PACTIPOCTApEHEHIE
nyseit

= pyroe: CucTemmbii Ausaiiv

15 cenTAGpA 2020

[loiRen HMeTs: CTPYKTYPa 1 MPOLECC, NOAXOAALE ANA
MaCCOBOTO MPOU3B0ACTEE

WAIoCTP ALY OTHCRHHE TeXHOOTMH B ACTANAK

= OBuwenpunsran OLED cuctema  * OLED cuctema ¢ ynysuweHHoi
ApKoCTEI0 o
e . it
Sucrpanyomas
9 e csera
anOLED

X
X

X

I Bron wanysenns T oo wanysens

[OLEDTV]

LG OLED 1w

[OLED oceeusenve]
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Title

Keyword

Description of
Technology

Expected
Applications

Main Request

Timeline

= Antibacterial andior antiiral materials and technologies

- Antibacterial, aniviral

= Excellentantibacterial propery and non-toxic and biocompatible materals
(common requirerments)

= (Corona) Virus removal technologiesfor air care solution

= Transparentplastic materials with excellertantibacterial properties

*Each ofthe above is diflerentrequired material and technology

= Home appliances, All productsthat require hygiene qualiy

1. Biocompatble antibacterial & antiral materialsthat can meetihe following
regulations
EuropeanBPR, US EPA, KoreaKBPR
2. Antibacterial performance (common requiremerts)
Bacerialreductionate (JIS 2 2801): Satisied
Moldgrowth ate (ASTM G 21): Safisied
3. Optical performance (ortransparent plastic)
~Part A ABS, Transparency. 90% Haze: 2%
-Part B: PC, Transparency 88-90%,Haze: <08%
-Part G ABS, Transparency>70%, Haze: <10%
* Each ofthe tree above is a requirementfor diferentparts.
4. Antviral materials andtechnologies

- Any metals, ceramicsor polymers or related technologies thatcan kil viruses

suchas coronavirus
- Air cleaningechrolagy usingthe above or materials applicableto exterior
products (CMF)
5. Materials inorganic, organic) compaundable with polymersthat have:
antibacterial and antivial durabilty

15 Sept. 2020

Output Image & Technology Description in detail
Addional explanation for the Main Request

1-2. The antibacterial or antiviral materials must satisfy the request
spec and regulation. In paricular, it must be a safe and
biocompatible material or the human body. The material may be
any material such as organic or inorganic materials

3. Transparent anfibacterial materials are intended to be applied to
tanks of vacuum cleaners and water cleaners, etc. Antibacterial
properties and regulation must be satisfied. f there is a
cortesponding material for each part, please infroduce it

4. Forantiviral material, we are frying fo search new materials or
new technologies due to corona issue. First of al,we think there:
will be a business opportunity aboutair cleaning. Please infroduce:
related technologies. Also, please inroduce any technology tat
has been appliedto the milfary or aerospace fields.

5. All materials require antibacterial and antiviral durabilty.

Ans-bacerial, Ans-microbial Ang-vial
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Haseanme

Kniovesoe crioso

Onucarme
Texwonorun

Oxunaemble
npuMeHeHnA

OcHoBHBIe

TpeboBanna

Cpok

= AHTHGGATEDHaTSHbIE W | 1T IDOTHEOBHPYCHIE WaTEpHaTE! H TEXHOTOTIM
+ ATUGaKTEpHANLHOE CPECTEO, TPOTHEOBMPICHOE CPEACTEO

= OTIUHbIE BHTHGGKTEPHATbHSIE CEOCTEA , HETOKCHHEIE U GHOCOBMECTHINGIE
warepuansi (o6 peGoBaHs)

= (Corona) TexHOMOTMH YAaTIeHHA BUPYCOB ATA HHCTI BO3AVA

= TIpo3pasHbIe NMACTHNOBHIE NATEPHALTSI CTPEBOCIORHINM
aHTUDKTEpHasHNH CROTICTENN

**KaKa08 W3 BHILLETEPEMHCTEHHSIX TDHNEHEHIA TDEDET Paamibie
WaTepUATS  TERHOTOT

= BiToBaA TexsiKa. BCANPOAKLYNR, TEOy0LLAR THTHEHITECKOTO KaHECTER.

1. BHOCOBMECTINBIE, BHTHBKTEPHATHbIE H NPOTHBOBPICHbIE WaTEpHaZs,
KOTOpSIE WOTYT COOTBETCTROBATS CTEZYOLLHN HOPMATHEHO-TABOBHIM aKTaly
Egponeiicui BPR, USEPA, KopeaKBPR
2 ARTHGEKTEpHansHOE HCOTHeERWE (oBLLe TpeGoBar)

Crenes GarrepuansHoro chinserns (IS Z 2801) yaoenersopirensHo

Tewn pocrannecer (ASTM G 21): y1oeneTeopirensio
3, OMiMeCKHE KapaKTEpHCTHI (375 MPOSp-HOTO AT *
- YactoA : ABS, npoapasHocTs: 90%, wyTHocTs: 2%
- Hacs - MonwapGokar, npozpasocTs: 88-90% wyrHocTs: <0.8%
- Yacrs C: ABS, npospasocs> 70%,asimka: <10%
*Kaxaoe W Tpex MpHBe 1ekHbiX EblLe TpeBOBaHi AENAETCAODAIaTe bk
AT paSHEIXRCTEN H MpHNEHEHNTL
4 AHTYEUDYCHE WaTEpUATS W TEXHOTOT
- loBble NETanTs, KEPaNyIK, NOTMIEPSINTH COOTBETCEOLME TEXHOTOH,
KOTOpsiE WOTYT Y6UTS BpyCH, TaKie Kak COVID-19
- TeXHOOMAMHCTHN BO3JXA C HCITONs 0BCHYEN BHILLETIEPEHCTERHEX
WaTepUATOB NI WaTEPHATIOR, TPMMEHINbIX A5 HAPYAHOTO npuweners (CMF)
5. MaTepuansi(HEOpaHINECE, OPTGHINMECKIE), CHELIEAENSIE CIOTHNEpaN,
KOTODSIE UNET GHTUDEKTEpHaTsHbIE HTPOTHECEHPYCHlE CBOHCTER.

15 cenaGps 2020

WAIoCTRALIMM W ONHCAHIE TEXHOOTMM B AeTanAX

JLOnONHITENHOE OGBACHEHIIE OCHOBHOTO 3aMpOCa.

1-2. AHTGAKTEDHATHbIE WTH TPOTHEOBHPYCHSIE MaTEpHAT!
AOTKHS YAOBMETEOPAITS TPEGOBAHIAM CTELIHKALIN U HOpMaM. B
“ACTHOCTH, 3TO AOTKEH GiTs GE30NaCHI 1 GHOCOBMECTINbT
WaTEpUaN AT OpraHiaMa YenoBera. MaTepuan WOKeT Gbits
THOGbIM, K2K OpFaHIMECKIN, T2K U HEOPTZHIECKIH

3. TIpOPAHLIE AHTHOAKTEPHATISHBIE HATEPHAT! MDEAHASHAEHEI
AT HaHECEHUS HA EMKOCTH MINIECOCOB, A TAKKE OMHCTITENM BObI
W Ap. AHTGAKTEUANsHbIE CBOFICTE W HOPW| AOMAHb!
CoBHogaTsCA. ECTM ANA KAKAOH 4ACTH ECTH COOTBETCTEY0LL
WaTepuan, noKanyiicTa, NPEACTABLTE X 10 OTAESHOCTH

4. [1n9 MPOTHBOBHPYCHOTO MATEPHANA Wbl MITAGHCS HailTh HOBbIE:
WATEDUATS! W HOBBIE TEXHOMOTH U3-32 NPOBTIENSI C
KOPOHABHPYCOM. T1PEKAE BCTD, Hbl NONATAEN, 4TO TakHE:
WaTepMaNs GyAET HCNONb30BATLA B GHAHECE OMCTKN B03AYXE.
TloanyicTa, MPeCTABSTE COOTBETCTBYIOLIME TEXHOTIONM. TaKKE,
NPEACTaBTE. BBOATCA MIOGbIE TEXHONONMI ANA HCTIONb30B2HU B
a3POKOCHINECKOIT 0 ACTH.

5. Bee MaTepHansI TPEGYIOT aHTHGAKTEPHANHbIX i 2HTUEHDYCHbIX
caoiicrs.

ANTCBKTepHan i, AKTHUNKPOHSIH ATvHpyCH
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Title

Keyword

Description of
Technology

Expected
Applications

Wain Request

Bench Marking
Technology

Timeline

Comments

=Development of Low dielectrc, high-strengih and
lowe-cost plastic composite for 5G commuriicafion

Output Image & Technology Description in detail

= Plasticresin, glass fiber, back cover, battery cover, low dielectric = Development of plastic composite for 5G smartphone back cover with low diefectric,
and high-strength , 56, high frequency, mobile communication high stren gt and low price with the advantages of plastic and glass material

= Low-loss, low-dilectric plastic composite tecfinology for 5G and
willineter wave communication (>28 GHz)

=5 mobile communication, autonomous driving, Robot, Drone, 10T

Standard28GHe
Minprapetes Torget
Bectca Pemitiity an
Froperies Dielcticloss. a0
Flesural modulus(Goa) =20
Mesricd
e Rl stengh W) -0
Surface hardness(H) 1
[—— el el ar sl
o ralding bepssble
Coslust] <7@0 i (hickness)
PC based
i
= Basedon a composite material such as GFRP composte
15 Sept. 2020 Pres v Low cost, low
dielectrc,light
weight

= Based on a composte material such as GFRP, we propose a
method o find a material that can match dielectric performance and

appearance charadteristics

Cors?’ Nolury

Glass_GG5

Pres " Glossy, flaness,
more luxurious
than plastic

Cors?’ Fragie, High
dielectric constant

Next generation model
back cover

(Plastic composite)
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HazBanue
Knioesoe cnoso
Onucanme

TexHonomHM

Oxupaembie
pHN OXeHHA

OcHoeHoii sanpoc

YposeHs passiis

Cpoxk

Komnenrapii

=Pa3paioria HASKO ZHAMEKTHHECKOTO, BHICOKOTPOHHOTO i
ACLISBOTO NTACTHKOBOMO KOMMCGHTa ATA CEAaH 56

= MTNACTHACCORAA CHONS, CTETIOBOMOKHO, 3AAHAR FPBILLES, KDHILLK
AKYMYTTOPa, BHICOKOMPOYHbI AMBNKTPH, 5G, BbicoKaA HacTor,
MobMTbHas caRdb

= TeXHOMOTHA HUEKO~HAMEKTH .U A CTHKOBBIX KOMMOGHTOR ¢
HIGKHMM 0T ANM 417 5 G CBR3M W WMTTIHMET OB X B (> 28
) * Cranapr. 28GHe

= 5 HOGUTHAA CBA3b, ABTOHOMHOS BO¥TCHHE, POBCT, Apot, 10T

- [res—
PR [ T —— 0
ok Apsnespuieame notepm 01
o s e 673 )
Memee | pesen momera e ) o
[——— l

Hosronuh weranann

T ——
roep: e crora

[ BormioSors scamemim

Comman (U5 9 < @04mm(romwe)

= Ha OGHOBE KOMNIGSHT HOTO MaT epHara, Takoro kak GFRP

15 ceHTABpa 2020,

= Ha OGHOBE KOMNIGIHT HOTO MaT epHara, TaKoro Kak GFRF, et
MPSANaTacH azpaBoTaTh METOR, WSTOTORMEHH WaTepHaNS,
KOTOpHIi BYZET COOTBETCTEOBATS AMATIGHTPHHECKIH, MEXaHH4ECKM
W TEHOMOTHHSCKIM XaDAKT EPHCTHRH

JNTIOCTPALM W ONUCAHHE TEXHONOTAN B AETANAX

= PaapaboTia MACTHKOROrO KOMIOSHT ATA 3aHeH! Na ey CHAPThORa 5G ¢ HIGKO
AHATIERTPHHECKO TPOHHLASMOCTEH, BEICOKOH TPOH OCTED H HUEKOI LigHO ¢
CONGTaHMEM MDEHMYILECTER NACTKA i CTeKT

KowncauT Ha octose:
nonkaponaTa

Pros

v Huskas cToMmocTs,
HU3KG A [HaTeRT P HecKast
noGTOAHHas, Mendtit

Cons

¥ Her pocroltoro
B

Cretrio GG5

Pros
v Tranigsas,
posHas, Gonee
pocKolLHas, Uew
nnacrik

Cons
¥ Xpynii gbicokan

onaneKTpiteckan
nocToRHHaA

Kpsituka cnepyiouiero
nokonena

NnacTikoslii

KomncsuT
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Title

Keyword

Description of
Technology

Expected
Applications

Main Request

Bench Marking
Technology
(State of the Art)

Timeline

Comments

= Development of high-strength, high thermal conductivity and
low-cost plastic resin for smartphone frame

= Plastic resin, Metal frame, Heat dissipation and lightweight material

= Plastic resin technology that can replace metal (magnesium)

= Smart phone, Wearable device, Drone, robot

Main properties Target
Thermal Conductivity(W / mK) >50 (AZ-91D level)
Flexural modulus(Gpa) >40
mﬁ;ﬁ:‘g' Flexural strength(Mpa) >400
Surface hardness(H) 1
Injection molding be possible
Cost{us$) <20

= Recently, we are reviewing the material of PAS or PPS series, and

the specifications for the material under review are written in the right
technical description column.

15 Sept. 2020

= The key is the need for lightweight, high-strength, high-heat-
conducting materials that can replace metal.

Output Image & Technology Description in detail

= Smariphone metal frame (currently applied technology)

Mg (A291 D)

§ Metal Frame
" Mg (AZ91D)

High-strength, High thermal conductivity and
low-cost plastic resin

= Reference materials

PAG PPS
. . L Tosoh
Main properties Target Unitica
N1050R TeS -
250-12
. >50 (AZ-
Thermal Conductivity(W / mK) 91D level) 50 26
Flexural modulus(Gpa) >40 25 42
Mechanical Flexural strength(Mpa) >400 60 130
properties
Surface hardness(H) >1
Injection molding be possible 0K 0K
Cost(us$) <20. <20 60~70
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Hazeanue

KnioueBoe cnoso

OnucaHue
TEXHONOTMK

OxuaaemMble
npuMeHeHus

OcHoBHoMW 3anpoc

VYpoBeHb pazBuTHA

Cpok

KommeHTapun

. Paapa60TKa BbICOKOMPOYHOrO, BbICOKOTENNONPOBOAHOIO U
[elleBoro nnacTuka anda Kapkaca cmappoOHa

= [TnacTmaccosas cmona, MeTtannuyeckuit kapkac, Paccenanne
Tenna v nerkuii Mmatepuan

= TeXHONOTWS NNACTMACCOBLIX CMON, NNACTUKOB, KOTOPasi CNocobHa
3aMeHUTE MeTann (MarHui)

= CMapTOH, HOCUMOE YCTPOICTBO, APOH, poboT

OcHoBHble CBOMCTBA LleneBoit nokasarens

TennonposogHocTs (W / MK) >50 (AZ-91D ypoBeHs)

Mogaynb ynpyroctu npu usrmbe (Gpa) >40
Mexanuueckuit
caoiicTaa [Mpeaen npoytocti npu uarmbe(Mpa) >400
MoBepxHocTHan TeepaocTs (H) 1

Tutbe nog Aaenenuem JlormkHO 6biTb BOSMOXHBIM

CroumocTb (US $) <20

I/Inmocrpal.mw W ONUCaHNe TEXHONONMKN B AeTanfAx

= Kapkac cMapTdhoHa MeTannuueckuii (B HacTosLLee BPEMS MPUMEHSETCA
TexXHOMorus)

Mg (AZ91D)

- ; [nacTkoBbIl Kapkac:

| Metannnyeckuii * Bbicokan MPOYHOCTb,
kapkac  Bblcokas TeNnonpoBoaHOCT

Mg (AZ91D) * Huakas cToumocTb

" CI'IpaBOLIHbIe Marepuanbl

= HefiaBHO W3yyeHsl MaTepuansl cepuii PAS unn PPS,
cneLduKaLmy Ans paccMaTpyBaeMblX MaTeEpUanos NPUBEAEHS! B
NpaBoM cTONGLIE TEXHUHYECKOTO ONUCaHUS

15 ceHTsibps 2020 T.

. Cyu.\eCTByeT Knioyesas I'IOTpe6HOCTb B NETKWX, BbICOKONPOYHbIX,
TeNnnonpoBOAALLUX MaTepuanax, KoTopble MOryT 3aMmeHUTb MeTann.

5 PA6 AP
R Llenesoi h Tocox
I'naBHbIli cBOACTBA Unitica
roKasaTenb TCS -250-
N1050R
12
>50 (AZ-91D
TennonposopHocTe(W / mK) yposeH) 50 26
Mogyrb ynipyrocti npu
narnbe(GPa) >40 % 2
Mexvaquecme Mpegen npoYHoCTH Mpu > 400 60 130
CBOWCTBA uarnbe(MPa)
MoBepxHocTHast TBEpAOCTL N
1 R R
(H)
IuTbe nog, AaBneHuem Romio Berre Ectb Ectb
BO3MOXHBIM
Croumocts (US §) <20. <20 60~70





[image: image11.png]Request for Proposal #6

Title = High Strength Mg alloy for Die Casting Output Image & Technology Description in detail

= Lightweight Strutural Mg Alloy O Target Materials Description

Keyword oL
High Strenth Mg Alloy - High strength Mg alloy capable die casting

Description of = High strength die casting Mg alloy technology with better yield strength U Output Image

Technology than common die casting Mg alloy AZ91D - Mg alloy application needs to be expanded to make smartphone lighter

- New die casting Mg alloy of high strength is required compared to the

general AZ91D alloy to implement the smartphone’ screen and prevent
Expected

Applications = Lightweight Smartphone Metal Frame

Main Request = Die casting Mg alloy with yield strength of about 200MPa

Bench Marking
Technology
(State of the Art)
Target yield strength: 200MPa
Timeline 15 Sept. 2020
Comment The composition of high strength die casting Mg alloy or Mg alloy

ingot
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HaszBaHue

KnioyeBoe cnoso
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Oxugaemie
npUMeHeHus

OcHOBHOM 3anpoc

VpoBeHb pasBUTHA

Cpok

KommeHTapuit

" BbICOKOI'IpOLIHbIVI Mg CNnas AnA NUTbA NoA, AaBneHnem

= Jlerkuid KOHCTPYKLMOHHBIA cnnas Mg
= BricokonpouHeii Mg cnnas

= TexHOMOors BbICOKOMPOYHOTO NKUTLA N0, AaBNeHUeM U3
MarH1eBoro Cnnaga C yNyulleHHbIM MPeaenoM TEKYUECTH, YeM y
0BbI4HOMO NUTLS Nof, AaBneHueM MarHuesoro crnasa AZ91D

= [lerkuii MeTanmnmueckuii kapkac cMapThoHa

= [luTbe nop, AaBneHueM MarHueBoro Crinasa ¢ Npeaernom Teky4ecTu
okono 200 MlMa

15 centatps 2020 .

CocTaB MarHWeBOro CrraBa C BbICOKOW NPOYHOCTBIO W NPUTOOHOrO
ANA NWTbA No4 AaBNeHWeM Unn CNUTKOB MarHWEBOIo Crinasa

I/Inmocrpal.mn W ONMUCaHWe TEXHONOTUU B AeTanAax

U Onucanue yeneebix Mamepuanoe
- BbicokompouHbiii cninas Mg, KOTOpbIA NMpUrofieH ANs NMTLS MO, AaBneHueM

QO BbixodHoe uzobpaxerue

- MpumeHerue Mg cnnasa AomkHO BbITe paclUMPeHo U NO3BONUT caenaTb
cMapTdOoH nervye

- TpebyeTcst HOBBIN NIUTLEBOI MarHUEBbIN CMNAB BLICOKOM MPOYHOCTY MO
CPaBHEHMIO C 0BLIYHO MenonbayeMbIM cinasom AZ91D Ans U3roToBneH#s
9KpaHa CMapT(oHa U MPEAOTBPALLEHNS paspyLLEHHS PaMKu

LleneBoe zHaueHue npegena Tekyuectu: 200 MiMa
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Title Protective Layers for Lithium metal electrodes Output Image & Project Description

= Lithium metal batteries

= Lithium metal electrodes

= protective layers =Structure Diagram
= dendrite

Keyword

electrolyte (Liquide)

Description of . . . ) I - Al .
Technology Coating technology for improving the reversibility of lithium metal anode
S Separator
Expected = Batteries for electric vehicles Cathode
Applications = Smartphone battery

protective layer

= Improved process of reducing lithium ions and transferring them to lithium metal

Main Request from the electrode surface_A_nti-static disc_hgr_ge property _ Application Model
= |mprove the process of lithium metal oxidizing to electrolytes in the form of

lithium-ion form

R

Bench Marking
Technology = Main Tech. : Protective layer coating & material
(State of the Art)
Smart Phone Laptop Automotive
Computer
Timeline 15 Sept. 2020

Comments Must have : Coating technique that inhibits dendrite formation
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Cpok

KommeHTapumn

3aLL|I/ITHbIe crnon anAa metannnyecknx rnnTneBbIX
ANeKTpoJ0B

» [lutuin-metannuyeckue batapeu

= [luTun-metannuyeckne ANeKTpoAbl

MﬂﬂlOCTpaLWIﬂ U onucaHue npoekKkrta

= 3aLUTHbIE cnou = Cxema CTPYKTypbl
= neHapuT
INEKTPOAUT (HKUAKOCTb)
= TexHororus nNoKpbITUIA AN ynyyLleHns obpatumocTtu Al =
MeTannmMyeckoro aHoja nuTus
S Cenapatop
Katog,
» AKKyMYNSATOpPbI A58 3MeKTpoMobunein pe—
= AKKyMynsaTop cmapTtdoHa 3aLWMTHBIA Coit

" yJ'Iy‘-ILIJeHI/Ie npouecca BOCCTaHOBITEHNA NOHOB JTIUTUA U

nepeHoca nx B MeTannuyeckuin NUTU ¢ MOBEPXHOCTHN

= CBOIICTBO aHTUCTaTMYECKOro pa3psja
* YnyylieHne npoulecca OKUCNEeHNA METanIn4eckoro nntus
B 9MEKTPONUTLI B BUAE NTUTUA-UOHHON hopMmbl

= [NaBHOe TeXHN4ecKoe TpeGOBaHI/IeZ 3alTHbIE NOKPbLITUA
n marepunanbl

CmaptdoH HoyT6ykK ApTomobunm

15 ceHTa0psa 2020 1.

TexHu4eckoe peLlleHne 0ImKHO ObITb: TEXHONOMNA
MOKPbLITUA, KOTOpaA NpenAaTCcTByeT 06pasoBaH|/||o ASHAPUTOB




[image: image15.png]Request for Proposal #8

Title
R 1))

Keyword

Description of
Technology
71z 29)

Expected
Applications
Olg™EE0h

Main Request
(28 AH 0|7)

Comments
(Must have
Nice to have)

= Metal-insulator-metal (MIM) cathode devices with high
electron emission efficiency for developing a cold
cathode-based X-ray tube

= Metal-insulator-metal (MIM), field emission, electron
emission efficiency, transfer ratio

= MIM device is used for electron emission which is
mainly controlled by the Fowler-Nordheim (FN) tunneling
through the insulator barrier.

= MIM device has advantages of their electron emission
performances such as flucturation-free emission current,
uniform emission over a whole area, highly directional
electron beam. Also the cathode is inherently resistant to
surface contamination.

= Cold cathode-based X-ray tube
= Flat panel X-ray source array

= Target Spec.
- High electron emission efficiency (Max. ~10% at 10V
diode voltage)
- Stable electron emission over time
- Robustness under the anode bias > 80 kV
- Multiple cells/ pixel array structure

= MIM devices had been avtively developed around 1990
- 2005 for field emission displays (FEDs) becuase of
their flucturation-free emission current, uniform emission,
highly directional electron beam.

= FEDs technology has gone after develping LCD.

= We would like to apply this MIM field emission
technology for X-ray generation.

Output Image & Technology Description in detail

= MIM device structure (ex. Multi-layer top electrode MIM)

Au (3 nm)
Pt(2nmy
Ir(1 nm)

anodized AL, O3

Fig. 1. MIM cathode structure with E-Pr-Au multilayer top electrode.

= Emission current density (J.) and
transfer ratio (JJJ ) vs. diode voltage (V)

3
&

10"

3| wanster ratio

o

10

s

5

5
emission current density J, (A/em?)

107"

>

s

transfer ratio J,/dg
3
A

°

s

&

H
s

diode voltage Vg (V)

emission current density J, (Afom?)

= Emission current stability

102
pulse duty ratio=1/2

w:.

In(11-Pt(2)-Au(3)
af ]
° breakdawn PUBAU3) l
breakdown
10
] 100 200 300

time ( min )

= Application (MIM cold cathode based X-ray tube)

EF-lens Anode (>80 kv)

MF-lens Anode (>80 kV)

MIM at 10V -
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= KaTogHble yCTpoicTBa MeTann-guanektTpuk-metanni (MAM)
C BbICOKON 3h(pEKTUBHOCTLIO STEKTPOHHOW amuccun ang
pa3paboTkn peHTreHOBCKOW TPYOKM Ha OCHOBE XOMI04HOMO
kaToAa

= MeTtann-usonarop-metann (MIM), aBToaneKkTpoHHas
aMuccus, aPPEKTUBHOCTE SNEKTPOHHOW 3MUCCUM,
KO3ahhULUMEHT Nnepeayn

= YcTporictBo MIM ncnonbayeTca AN 3NEKTPOHHONR 3MUCCUN,
KOTOpas B OCHOBHOM KOHTPOSIMPYETCA TYHHENUPOBAHUEM
daynepa-Hopaxeiima (FN) uepes nsonupyownii 6apbep.
=YcTpoiicTBo MIM UMeET Taknme npenmmyLlecTsa, Kak
XapakTEPUCTUKN 3MEKTPOHHOA 3MUCCUM, TakMe KaK OTCyTCTBUE
thnyKTyaumii SMMCCUOHHOIO TOKa, paBHOMEPHOE U3ITyYeHne
no Bceii NNoLaju, BbICOKOHaNpaBIeHHEIA 3MeKTPOHHbIN
ny4ok. Karog Takke yCTOWYMB K MOBEPXHOCTHOMY
3arpsa3HeHuIo.

= PeHTreHoBCKas pr6|<a C XOnogHbIM KaTogoM
= MaTpuua nnockonaHenbHbIX UCTOYHUKOB PEHTTEHOBCKOMO
nany4veHuna

= TexHnveckas cneyndukayms:

- Bblcokas apheKTUBHOCTL SNEKTPOHHOW aMUCCUU (MaKe. ~
10% npu HanpsaxeHun Ha anoge 10 B)

- CTabunbHas anekTpoHHas SMUCCUA C TEYEHNEM BPEMEHM

- YCTORYMBOCTL K aHOAHOMY cmelleHuto> 80 kB

- Heckonbko a4veek / CTpyKTypa maccuBa nukcenei

= YcTpolictBa MIM 6binn akTMBHO pa3paboTaHbl B nepuod ¢
1990 no 2005 rog 4na aBTOSMUCCUMOHHLIX gucnnees (FED) una-
3a 1x cBOBOAHOrO OT hryKTyaLMmn Toka SMUCCUU, OQHOPOAHON
3MUCCUM U BLICOKOHaNpPaBIIEHHOrO SIEKTPOHHONO JTyya.

= TexHonorna ®3/ ywna nocne pa3paboTkn XKK-gucnnees.

= Mbl xoTenu 66l NPUMEHNTE STY TEXHONOTUIO aBTOSMUCCUM
MIM ans reHepaunm peHTTEHOBCKOMO U3STy4YeHUs.

I'IonpoGH ble UnnocTpaumMu n getanbHoe onUCHUe TEXHONOIrMmn

= CTpykTypa ycTpoiuctea MIM (Hanpumep, MHOTOCNOMHbIW BEPXHUMA
anekTpoa MIM)

Au (3 nm)
Pt (2 nm)
Ir (1 nm)

anodized ALO5
(5.5 nm)

/ W\
R
Al base electrode

Fig. 1. MIM cathode structure with Ir-Pt-Au multilaer top clectrode.

= [INOTHOCTL 3MUCCUOHHOTO TOKa (i) U = CrabunbHOCTb SMUCCUOHHOTO TOKa
KkoatpchuLmeHT nepegaqm (O /J ) oT HanpseHNa Ha

anoge (V)

pulse duty ratio=1/2

Ir()-P1(2)-Au3)

v
breakdown P(3)Au(3)

v
breakdown

transfer ratio J,/Jy

emission current density J,, (A/lem?)
emission current density J,, (A/cm2)

diode voltage V4 (V) time ( min )

= [lpumMeHeH e (peHTreHoBCcKasa Tpyoka Ha ocHoBe MIM ¢ xonogHbIM
KaTtoaom)

EF-lens Anode (>80 kV) MF-lens Anode (>80 kV)





Приложение 2
Требования к оформлению заявок, представляемых на конкурс молодых ученых 

«Предложения       молодых       ученых      Беларуси     для        компании LG Electronics Inc. 2020» 
Предложения молодых ученых Беларуси для компании LG Electronics Inc оформляются на английском языке в виде формализованных профилей – технологических предложений в формате, принятом в Европейской сети трансфера технологий, развития предпринимательства и установления партнерств в области научных исследований EEN – The Enterprise Europe Network (http://een.ec.europa.eu).
Методические руководства по заполнению профилей, форму профиля, а также примеры заполнения можно скачать по ссылкам, приведенным ниже:
Продвижение результатов исследований и наукоемких услуг на внешний рынок. Методическое руководство по продвижению результатов исследований и наукоемких услуг организаций НАН Беларуси на внешний рынок через Европейскую сеть поддержки трансфера технологий, развития предпринимательства и установления партнерств в области научных исследований EEN. Мн. : Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 2017. – 140 c. - http://ictt.by/Docs/news/2017/12/2017-12-26_01/EEN_RnD_Promo__2017__RU.pdf
Методическое руководство по заполнению профилей (технологических предложений, технологических запросов, запросов на выполнение НИОК(Т)Р, бизнес-предложений и бизнес-запросов) Сети EEN (EEN Profile Drafting Guidelines), версия 10 апреля 2015 - http://ictt.by/Docs/manuals/2015-07-27_01/15-04-10_profile_drafting_guidelines_final.pdf
Форма технологического предложения Сети EEN (EEN Technology Offer - Profile Template), версия июль 2014 - http://ictt.by/Docs/manuals/2015-07-27_01/technology_offer_profile_template.doc
Примеры заполнения можно посмотреть здесь - http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 

Technology Offer Profile
The following table can be used as a template for drafting a Technology Offer. Please be sure to refer to the Profile Drafting Guidelines for what information you should include in each field.

Please note: 

· Fields marked with asterisk (*) are mandatory
· Fields that can be ticked should only have one selection when drafting the profile unless specified under the field title.
	FIELD / Поле
	Field to be populated / Информация

	Title * /
Заголовок
	

	Internal Reference /
Пользовательский идентификатор 
	

	Summary * / Аннотация
(1-500 characters) / (1-500 знаков)
	

	Advantages and Innovations * / Преимущества и инновации
(50-2000 characters) / (50-2000 знаков)
	

	Stage of Development /
Стадия разработки
	 FORMCHECKBOX 
 Already on the market / Представлено на рынке
 FORMCHECKBOX 
 Available for demonstration / Доступно для демонстрации
 FORMCHECKBOX 
 Concept stage / Предложена концепция
 FORMCHECKBOX 
 Field tested / evaluated /
Проведены эксплуатационные испытания
 FORMCHECKBOX 
 Project already started / Проект уже начался
 FORMCHECKBOX 
 Project in negotiations - urgent /
Ведутся переговоры - срочно
 FORMCHECKBOX 
 Proposal under development / Ведется подготовка заявки
 FORMCHECKBOX 
 Prototype available for demonstration /
Доступен прототип для демонстрации
 FORMCHECKBOX 
 Under development / lab tested /
В разработке / лабораторные испытания

	Comments regarding Stage of Development / Комментарии для стадии разработки
	

	Description * /
Описание
(100-4000 characters) /
(100-4000 знаков)
	

	IPR Status / Состояние прав на ОИС
Note: Multiple fields can be selected / Можно выбрать несколько вариантов
	 FORMCHECKBOX 
 Copyright / Авторское право

 FORMCHECKBOX 
 Design rights / Права на дизайн
 FORMCHECKBOX 
 Exclusive rights / Исключительные права
 FORMCHECKBOX 
 Granted patent of patent application essential /
SEP-патент или заявка
 FORMCHECKBOX 
 Other (registered design, plant variety, etc.) /
Другое (зарегистрированный промышленный образец, сорт растений и т.д.)

 FORMCHECKBOX 
 Patent(s) applied for but not yet granted /
Подана заявка на патент
 FORMCHECKBOX 
 Patents granted / Получен патент
 FORMCHECKBOX 
 Secret know-how / Секретное ноу-хау
 FORMCHECKBOX 
 Trade marks / Торговые марки

	Comments regarding IPR status / Комментарии для прав на ОИС
	

	Technology keywords / Технологические слова
	Описывают технологию.

	Market keywords * /
Рыночные слова
	Описывают сферы применения.

	Responsible * /
Ответственный
	Select who from your organisation will be responsible for this profile / Укажите, кто в вашей организации будет ответственным за профиль

	Sector group /
Секторальная группа
	 FORMCHECKBOX 
 Auronautics, Space and Dual-Use Technologies /
Авиация, космос и технологии двойного назначения
 FORMCHECKBOX 
 Agrofood /
Производство и переработка сельхоз продукции
 FORMCHECKBOX 
 Mobility / Транспорт и логистика
 FORMCHECKBOX 
 BioChemTech / Биохимические технологии
 FORMCHECKBOX 
 Creative Industries / Креативные индустрии
 FORMCHECKBOX 
 Environment / Окружающая среда

 FORMCHECKBOX 
 Healthcare / Здравоохранение

 FORMCHECKBOX 
 ICT Industry & Services /
Информационно-коммуникационные технологии и услуги

 FORMCHECKBOX 
 Intelligent Energy / Энергетика
 FORMCHECKBOX 
 Maritime Industry and Services /
Морская промышленность и услуги
 FORMCHECKBOX 
 Materials / Материалы

 FORMCHECKBOX 
 Nano- and Microtechnologies / Нано- и микротехнологии
 FORMCHECKBOX 
 Retail / Розничные продажи
 FORMCHECKBOX 
 Sustainable Construction / Строительство
 FORMCHECKBOX 
 Textile & Fashion / Текстильная промышленность
 FORMCHECKBOX 
 Tourism and Cultural Heritage /
Туризм и культурное наследие

	Restrict dissemination to specific countries / Целевые страны
	

	Type and size of client * /
Тип и размер клиента
	 FORMCHECKBOX 
 MNE > 500 / Международная корпорация

 FORMCHECKBOX 
 > 500
 FORMCHECKBOX 
 251-500
 FORMCHECKBOX 
 SME 51-250 / МСП 51-250
 FORMCHECKBOX 
 SME 11-50 / МСП 11-50

 FORMCHECKBOX 
 SME <= 10 / МСП <= 10

 FORMCHECKBOX 
 R&D institution / Научная организация
 FORMCHECKBOX 
 University / Университет
 FORMCHECKBOX 
 Inventor / Изобретатель
 FORMCHECKBOX 
 Other / Другое

	Year established /
Год основания
	

	NACE keywords * /
Слова NACE
	Описывают деятельность вашей организации.

	Turnover / Оборот
(Euro) / (Евро)
	 FORMCHECKBOX 
 <1M

 FORMCHECKBOX 
 1-10M
 FORMCHECKBOX 
 10-20M
 FORMCHECKBOX 
 20-50M
 FORMCHECKBOX 
 50-100M

 FORMCHECKBOX 
 100-250M
 FORMCHECKBOX 
 250-500M
 FORMCHECKBOX 
 >500M

	Already engaged in transnational cooperation? / Опыт международного сотрудничества
	 FORMCHECKBOX 
 Yes / Да
 FORMCHECKBOX 
 No / Нет

	Additional comments / Дополнительные комментарии
	Дополнительная информация о вашей организации.

	Certification standards /
Стандарты сертификации
	Только международные.

	Languages spoken * /
Языки общения
	

	Client country /
Страна клиента
	

	Type and role of partner sought * /
Тип и функции искомого партнера
	

	Profile is opened for Expressions of interest? / Профиль открыт для выражения интереса
	 FORMCHECKBOX 
 Yes / Да
 FORMCHECKBOX 
 No / Нет

	Type and size of partner sought /
Тип и размер искомого партнера
Note: Multiple fields can be selected /
Можно выбрать несколько вариантов
	 FORMCHECKBOX 
 MNE > 500 / Международная корпорация

 FORMCHECKBOX 
 > 500
 FORMCHECKBOX 
 251-500
 FORMCHECKBOX 
 SME 51-250 / МСП 51-250
 FORMCHECKBOX 
 SME 11-50 / МСП 11-50

 FORMCHECKBOX 
 SME <= 10 / МСП <= 10

 FORMCHECKBOX 
 R&D institution / Научная организация
 FORMCHECKBOX 
 University / Университет
 FORMCHECKBOX 
 Inventor / Изобретатель

	Type of partnership considered * /
Тип запрашиваемого сотрудничества
Note: Multiple fields can be selected /
Можно выбрать несколько вариантов
	 FORMCHECKBOX 
 Commercial agreement with technical assistance / Коммерческое соглашение с технической поддержкой
 FORMCHECKBOX 
 Financial agreement / Финансовое соглашение
 FORMCHECKBOX 
 Joint venture agreement /
Соглашение о совместном предприятии

 FORMCHECKBOX 
 License agreement / Лицензионное соглашение

 FORMCHECKBOX 
 Manufacturing agreement /
Производственное соглашение

 FORMCHECKBOX 
 Research cooperation agreement /
Соглашение о научно-техническом сотрудничестве
 FORMCHECKBOX 
 Technical cooperation agreement /
Соглашение о техническом сотрудничестве

	Attachments /
Приложения
	


* Ключевые слова можно посмотреть в пособии –http://ictt.by/Docs/manuals/EEN_IT_Partner_User_Guide__EN__2017-01-06.pdf 
на соответствующих страницах:
Appendix A: Market keywords...........................................................................207 
Appendix B: Technology keywords....................................................................224 
Appendix C: NACE keywords.............................................................................244
Для направления предложения на экспертизу в LGE предложение оформляется в виде слайда
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Данные автора (ов):

Ф.И.О., год рождения, ученая степень, звание:

Должность:

Организация:

Тел.:

E-mail:
Дата заполнения _________2020 г.                           Подпись заявителя (ей)__________________
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Title - Reusable skin adhesive patch for health care device Outputimage & Technology Description in detail

- Biocompatible
= No chemical ritant
- Breathable

- Device embedding

Keyword
b= = Technology Description

- An adhesive patchthat can be attached to any part of the human

= Device (ultrasonic transducer, LED, PD, etc) body using a safe biocompatible material

Descriptionof | . idable patch that can be attached to human skin

Technology ot iritation - When used, there should be no skin irritation and sweat
discharge
Expected - Health care application - Reusable through simple cleaning process
Applications = Home beauty/ medical application

- Must be able to adhere the embedded device to the skin with

sufficient adhesion
= Use of biocompatible certified materials

 Comphant with US Pharmacopeia (USP) highest class |~ DO@snot deform / discolor n responseto cosmeic ingredients
(V) standards - Requires heat resistance and insulation for current flowing
- Passed biological stabilty test related to skin contact through devices and wiring
- Compliance with intemational standard ISO 10933
- Even after reuse 30 times, adhesive strength
must be maintained
= Skin trouble should never happen

Main Request

= Concept design

Adhesive pach

Contol it

Bench Marking | = Gecko-inspired skin adhesive patch
Technology | = Octopus-inspired skin adhesive patch

Timeline =15 Sept. 2020
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